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らせん状ポリイソシアニドを用いた抵抗変化型不揮発性メモリ 
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はじめに 

抵抗変化型メモリ (ReRAM) は活性層を上部電極と下部電極で挟んだ単純なサンドイッチ構造

を取ることができるため、高集積化が可能で次世代メモリとして期待されている。活性層に有機

半導体材料を用いる場合、安価で簡便な溶液プロセスを用いて ReRAMの作製が可能である。 

アミド基を側鎖に導入したポリイソシアニドはアミド基間の分子内水素結合により安定ならせ

ん構造を形成し、側鎖に導入するグループを密に配列することができる[1]。そのため、側鎖にπ

共役系であるオリゴチオフェンを導入することで、チオフェン環の配列した活性層の成膜が実現

可能である。 

本研究では、側鎖にオリゴチオフェンを含むらせん状ポリイソシアニドを用いて ReRAM を作

製し、メモリ特性を評価したので報告する。 

実験方法 

 Figure1 に、本研究で用いた高分子 (Poly-7) の構造式を示す。スピンコート法を用いて Glass/ITO

基板上に poly-7 膜 (70 nm) を成膜し、上部電極としてアルミニウム (Al,100 nm) を真空蒸着法で

成膜した。素子面積は 2×2 mmである。これらの素子に対して電流-電圧 (I-V) 特性から ON 状態

と OFF状態を評価した。その際、Al側を GNDとし、ITO 側の電圧を 0 V→5 V→0 V→-5 V→0 V

と走査した。さらに各状態の保持特性も評価した。このときの読み出し電圧は 0.5 Vである。 

比較のために、オリゴチオフェンを有しない高分子(Poly-D)を用いたメモリ素子も作製した。 

実験結果及び考察 

 Figure2にメモリ素子の I-V 特性測定結果を示す。Poly-D では電流値が小さくヒステリシスを示

さない。一方、Poly-7は 4 V 付近で急激に電流値が増大し ON状態になり、-4 Vで電流値が減少

し OFF状態になった。以上の結果より、Poly-7を用いたデバイスのみで電流値のヒステリシスが

確認できたことから、側鎖のオリゴチオフェンがメモリ特性の発現に関与していることがわかっ

た。Figure3 に Poly-7 の保持特性を示す。ON 状態・OFF 状態のどちらも 11 時間以上の保持時間

を示した。また、ON/OFF比は 107程度であった。この ON/OFF比は高分子を用いた ReRAMの報

告例[2]と比べると 5桁以上大きいため、高性能な ReRAM の作製に成功したと結論づけた。当日は

動作メカニズムの解析についても議論する。 

 

Fig. 1 (a) Structure of Poly-7 

(b) Structure of Poly-D 

 

Fig. 2 I-V curve of ITO/Poly-7/Al  

(blue) and ITO/Poly-D/Al (green) 

Fig. 3 Retention times on the  

ON and OFF of ITO/Poly-7/Al  
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